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INTRODUCCION

El desarrollo de semiconductores basados en silicio (Si) y oxidos de
molibdeno (MoOy) es clave para mejorar la eficiencia de dispositivos
electronicos avanzados debido a sus propiedades electrénicas. La
fabricacion a escala nanomeétrica requiere una caracterizacion precisa
mediante SEM (microscopia electrénica de barrido) y EDS (espectroscopia
de energia dispersiva) para analizar la morfologia y composicidon quimica,
aunque el analisis de datos presenta desafios por su volumen,
complejidad y ruido. Este proyecto propone un algoritmo de
interpolacion para modelar y analizar datos de SEM-EDS, permitiendo
reconstruir datos incompletos, identificar patrones, correlacionar
estructura y propiedades electréonicas, y generar visualizaciones
detalladas, lo que facilitara la optimizacion de la fabricacion y mejorara el
rendimiento de los semiconductores.

OBJETIVO

Optimizar la visualizacion del depdsito de oxido de molibdeno
sobre un sustrato de silicio mediante técnicas de inteligencia
artificial y ciencia de datos, con el fin de mejorar el desarrollo de
semiconductores.

METODOLOGIA

Depositar oxido de
molibdeno en silicio

Preparar las muestras y realizar
mediciones de las mismas

Desarrollar el algoritmo, realizar
pruebas con él y validarlo

Ajustar las nuevas condiciones y
obtener los resultados finales

Figura 1. Metodologia expresada en un diagrama de flujo.
Elaboracién propia.
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Figura 2. Puntos indicativos de la zona de analisis. Figura 3. Mapeo elemental mediante SEM-EDS.
Elaboracion propia. Elaboracion propia.
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RESULTADOS

El mapeo SEM revela que la capa de 6xido de molibdeno no es claramente visible, excepto por
la presencia de un pequefio cristal sobre el sustrato de silicio. Sin embargo, no es posible
determinar con precision la cantidad de molibdeno y oxigeno presentes, lo que dificulta la
identificacion del tipo de 6xido formado.
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Figura 4. (Antes) Resultados por mapeo convencional SEM_EDS.
Elaboracion propia.

Mediante la visualizacion de datos, se observa que la concentracion de molibdeno es mayor en
las zonas mas alejadas del sustrato de silicio, mientras que en las zonas cercanas al sustrato la
concentracion es mas baja. Esto facilita la determinacion de la estructura y composicion de la
capa de oOxido.
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Figura 5. (Después) Resultados aplicando ciencia de datos a las mediciones por SEM_EDS.
Elaboracion propia.

CONCLUSIONES

1.La combinacion de ciencia de datos e inteligencia artificial
mejora la visualizacion y analisis de la distribucidon de
elementos en peliculas de 6xido de molibdeno sobre silicio.

2.La SEM permite ubicar los elementos, pero no determinar
con precision las concentraciones; el analisis de datos
resuelve esta limitacion.

3.ldentificar la concentracion y disposicion de los elementos

facilita la optimizacion del tratamiento térmico y la

formacion de compuestos deseados.

4.Mejorar el analisis del proceso de deposicion aumenta la
eficiencia de produccion, reduce costos y optimiza el uso de
materiales.




